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На рис.  приведены УФЭС для Ge(111) p-типа, покрытого пленкой Ва разной толщины, осажденной при комнатной температуре. По оси абцисс отложена энергия связи Ebind электронов, энергия уровня Ферми EF германия определяется относительно уровня Ферми чистого Pd. Из рис.  видно, что на спектре чистого Ge(111) p-типа обнаруживаются явно выраженные особенности при энергиях −0.8, −1.6, −3.5 и −5.1 eV. Наличие этих особенностей связано с возбуждением электронов из поверхностных состояний (SS), а также из 4p, 4s и гибридизированных 4p + 4s уровней Ge (рис., кривая 1).
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Рис. 1. Ультрафиолетовые фотоэлектронные спектры Ge(111) p-типа с пленкой бария толщиной θ, монослоя: 1 — 0, 2 — 0.2, 3 — 0.6, 4 — 1.0, 5 — 2.0, hν = 10.8 eV (hν — энергия фотонов).
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uposkoit nosepxsocts Ge ofesranuamt npn T = 1000K.
B Teseitie 4—5h B COUCTANMI ¢ KPATKOBPEMCHHHM 1PO-
rpesasu o 7 = 1200K b sakyyme ne menee 107 Pa.

Juaserme KBaHTOBOrO BHX0%A $OTOIIEKTONOB ¥ Onpe-
nensvrach npu hv = 10.8¢V 1o popuyne ¥ = f, e ne
HEIIO (POTOXIEKTPOHOB, OUEAIIX A0 KOLIEKTOpa, Ny,
4HCI0 (OTOHOB, ATAIOUIIX Ha HOBEPXHOCTS Miuexi. B Ha-
e erysac Npy = 5- 104571,

MaKkcumaibhoe  3Hadenie  KopQHUUEHTa BTOPHYHON
sextpotnoit scenit (B3) 0, onpenesiocs o Kpusoit
sasmcivocrn o (Ep).

3uaselme TepMONIEKTPOIHOH PAGOTH BHXOXA () Oupe-
Jensuiock mo opmyte ¢ = Eve — Ep. Eye — yposeits
sakyyma, Er — yposeis Depwu. Usveneime ¢ onpere-
10ch MeToxoM Atzepcona.

2. 3KCMepUMEHTanbHbIE pe3ynbTaThl
1 nx obeyxaexne

Ha puc. | npusexens Y&IC i Ge(111) pruna,
nokpwToro mienoit Ba pasmoit Tommmub, ocamienHoi
npi KoMnaTHON Tenmeparype. Tlo oci abuice oTokeHa
neprin caan Eypg 21CKTPONOB, SHepria yposisi Pepy
Er repais onpeieIieTes OTHOCHTEIIEHO yponis Depyit
snctoro Pd. E, 0603HasacT 3uateiie SHEPruM NOTOTKA
BaNleHTHOI 30HBL 3eCh M B JwIbHEHIeM HA BCEX KPUBLIX
anepremieckoro pacnpeneenns (KIP) dotoaexrponon
HCHOTBI0BAN O H TOT Ke MACWITAD 1O BepTHKAT,
BuGpanili TaKiM 0Gpa30M, TO IWIOIAH 10X KpHBOH 1po-
NOPIHONATHA BE/IIHIHE. KBAHTOBOTO BHXOIA /ICKTPOHOB
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Puc. 1. Vasrpaguonerossie dotoanextponsie crextpst Ge(111)
pTuna c wenKofi Gapws TonuHOM 0, MoKocnos: 1 — 0,2 — 02,
3—06 4 — 10,5 — 20, v =108¢V (v — smeprus
ororos).
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